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Аннотация 
Экспериментально исследованы электропроводность, плотность стеклообразных 

полупроводников системы  Sn–Ge–As–Se по разрезам SnSe2–GeSe2–As2Se3, SnSe–GeSe2–
As2Se3, SnSe–GeSe2–AsSe, SnSe–GeSe–АsSe. С помощью ЯГР спектроскопии проведено 
изучение локального окружения и валентного состояния стёкол. Показано, что свойства 
оловосодержащих халькогенидных стекол определяются содержанием и валентным 
состоянием олова в их составе.  


